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１．概要（Summary） 

半導体―超伝導接合の輸送特性を調べるために、300 

nm 程度の間隔で電極を作製する必要がある。超伝導体

はスパッタで成膜するが、現像されたレジストの側壁にも

付着するため、リフトオフ不良が懸念される。今回、２層レ

ジストを用いてアンダーカットを作ることで、リフトオフ不良

の回避を試みた。 

また微細電極を用いて電気伝導測定を行うために、ワイ

ヤーボンディング用の 100 μm 四方程度の大きさのボン

ディングパッドを作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

多元 DC/RFスパッタ装置、LED描画システム 

 

【実験方法】 

基板はテスト用に GaAs 基板を用いた。MMA レジスト

と PMMA レジストを塗布後、電子線描画を行った。描画

条件は以下の通り。 

加速電圧 75 kV,  ビーム電流 100 pA 

チップサイズ・ドット数 300 m・60000 dot 

ドーズ量（ナノギャップ部の典型値） 2.4s/dot 

 描画後、10℃の現像液（メチルイソブチルケトン：

IPA=1:3）を用いて現像し、Cr 10 nm/Au 100 nmをスパ

ッタで成膜した。リフトオフ後、作製した電極パターンを電

子顕微鏡で観察した。 

 また、ボンディングパッドは LED 描画システムを用いて

パターンを作製し、研究室の真空蒸着装置を用いて Ti 

20 nm/Au 200 nmを成膜した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した電極パターンの電子顕微鏡写真をFig. 1に示

す。設計通りの微細電極の作製に成功した。 

また、ボンディングパッドの作製にも成功した。 

 

Fig. 1 Scanning electron micrograph of the sample. 
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